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１．概要（Summary） 

部品の小型化要求の高まりにより、小型電子部品にお

いては微細で高精度の構造形成技術が必要とされてきて

いる。今回、薄膜の 3次元構造をサブミクロンレベルで制

御するために、フォトレジスト形状の制御実験を行ったの

で報告する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i線露光装置 

 

【実験方法】 

Ti膜が形成された 3"Si ウェハ上にフォトレジストを厚み

1.4 µm狙いで塗布し、スペース底幅 0.95 µmを狙いとし

たフォトリソグラフィを行った。i線露光装置の露光時間

(Exposure)とフォーカスオフセット(Offset)を調整し、フォト

レジスト形状を制御した。TMAHによる現像後、フォトレジ

ストの断面形状を確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

本実験にて確認したフォトレジスト断面形状の一例を

Fig. 1にて示す。今回、露光時間とフォーカスオフセットの

調整により、フォトレジストのスペース底幅を狙い値 0.95 

µm 近傍から変えることなく、テーパー構造の制御に成功

した。 

今後はこれらのフォトレジストを適用した薄膜加工プロ

セスを実施し、3次元的な薄膜構造の制御を目指す。 
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